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1
Inventia se referd la procedee de prelucrare

a placilor semiconductoare si poate fi utilizata
pentru fabricarea substraturilor de siliciu,
utilizate pentru celule solare.

Procedeul de formare a suprafetelor micro-
structurate ale substraturilor de siliciu consta in

aceea cd suprafata substratului de siliciu este
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supusd unei actiuni mecanice liniare cu

decaparea selectivd ulterioard cu o solutie
alcalind apoasd, actiunea mecanici liniara fiind
efectuatd prin intermediul indentorului Vickers
la o sarcind nu mai mare de 0,3 g.

Revendicari: 1

Figuri: 2



(6]
substrates

(57) Abstract:
1
The invention relates to processes for

processing of semiconductor wafers and can be
used for the manufacture of silicon substrates
used for solar cells.

The process for the formation of
microstructured surfaces of silicon substrates
consists in that the surface of the silicon
substrate is subjected to a linear mechanical

action with subsequent selective etching with
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Process for the formation of microstructured surfaces of silicon

2

an aqueous alkaline solution, the linear
mechanical action being carried out by means
of the Vickers indenter at a load of no more
than 0.3 g.

Claims: 1

Fig.: 2

(54) Cnocod ¢popMupoBaHHS MUKPOCTPYKTYPHBIX NOBEPXHOCTEH KpeMHHeBbIX

NOAJTOKEK

(57) Pedepar:
1
H300peTeHne OTHOCHTCS K criocodam odpa-

OOTKH TOJIYyIPOBOAHHKOBBIX IMJIACTHH H MOMKCT

OBITH HCITOJIB30BAHO AT U3TOTOBJICHHUA KPEM-

HHUCBBIX TIOJJIOXKCK HACMOJIb3yEMBIX A1
COJTHCUHBIX JJICMCHTOB.
Cmoco0  (GopMHPOBAHUA  MHKPOCTPYK-

TYPHBIX MOBEPXHOCTEH KPEMHHEBBIX MOJ-
JIO)KEK COCTOUT B TOM, YTO TIIOBEPXHOCTb
KPEMHHEBON TOMJIOKKH IOABEPrarOT JIMHEH-

HOMY MEXaHHYCCKOMY BO3JCHCTBHIO C MOCITIC-
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2
AYHOIIAM CCJICKTHBHBIM TPABJICHHUCM BOIHBIM

HICTOYHBIM PACTBOPOM, TPH 3TOM JIHHEHHOE
MEXaHWIECCKOE BO3ACHCTBHE OCYHICCTBILIOT
MOCPEICTBOM HHACHTOpa Bukkepca mpu Ha-
rpy3ke He 6omee 0,3 1.

I1. popmymser: 1

Owur.: 2
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Descriere:

Inventia se referd la procedee de prelucrare a plicilor semiconductoare si poate fi
utilizatd pentru fabricarea substraturilor de siliciu, utilizate pentru celule solare.

Este cunoscut procedeul de fabricare a substratului semiconductor pentru instalatii
solare, care constd in tratarea chimica a substratului semiconductor cu solutie alcalind ce
contine cel putin un tip de acid carbonic §i o grupa carboxild intr-o moleculd si sérurile lor,
in scopul formadrii suprafetei structurate a substratului semiconductor [1].

Dezavantajul acestui procedeu constd in neomogenitatea formei i dimensiunilor
structurilor obtinute, astfel incit obtinerea unei structuri omogene, care ar reduce semni-
ficativ reflexia luminii de la suprafata, este dificila.

De asemenea, este cunoscut procedeul de fabricare a substratului semiconductor pentru
dispozitive solare, care inldturd dezavantajele sus-mentionate i constd in tratarea chimica a
substratului semiconductor cu solutie alcalind dupa tratarea cu laser [2].

Dezavantajul procedeului dat constd in necesitatea utilizérii unei instalatii laser costisi-
toare.

Problema pe care o rezolvd inventia este simplificarea si ieftinirea procedeului de
fabricare a suprafetelor microstructurate de substrat semiconductor de dimensiunile nece-
sare.

Procedeul, conform inventiei, inldturd dezavantajele mentionate mai sus prin aceea ci
suprafata substratului de siliciu este supusd unei actiuni mecanice liniare cu decaparea
selectiva ulterioard cu o solutie alcalind apoasd, actiunea mecanicd liniard fiind efectuata
prin intermediul indentorului Vickers la o sarcind nu mai mare de 0,3 g.

Rezultatul inventiei constd in simplificarea si ieftinirea procedeului de formare a supra-
fetelor microstructurate de substrat semiconductor de dimensiunile necesare. Utilizind
efectul tratirii chimice anormale la o actiune mecanica concentrata asupra siliciului, viteza
tratirii chimice la o actiune mecanicd find asupra substratului este mult mai mare decat
pentru o actiune mecanicd majora.

Inventia se explicd prin desenele din fig. 1, 2, care reprezintd fotografiile structurilor
obtinute prin metoda propusd si demonstreaza ca structurile aparute dupa tratarea chimica
sunt structuri spatiale ce se repetd periodic:

- fig. 1, structuri apdrute in interiorul urmelor pe suprafata (001) a siliciului dupa supu-
nerea acesteia actiunii mecanice liniare si tratarii chimice;

- fig. 2 a, c, imaginile obtinute prin metoda microscopiei de fortd atomica a structurilor
aparute dupa tratarea chimica in cadrul urmelor;

- fig. 2 b, d, imagini 3D ale structurilor.

Pentru a obtine suprafata microstructuratd a substratului, siliciul se supune unei actiuni
mecanice liniare prin intermediul indentorului Vickers la o sarcinid nu mai mare de 0,3 g,
dupa care se trateazd chimic in decapant selectiv. Adanciturile apirute dupd tratare in
limitele urmei de la actiunea mecanica liniard formeaza structuri care se repetd periodic,
dimensiunile si forma cirora pot fi dirijate prin durata de tratare chimicd, forma indento-
rului si directia actiunii mecanice liniare.

Exemplu de executare a procedeului

Pentru obtinerea suprafetei structurate substratul de siliciu orientat in planul (001) se
supune actiunii mecanice liniare cu indentorul Vickers la o sarcind de 0,1 g, dupd care
suprafata se trateazd chimic timp de 20 s in solutie fierbandd de KOH + H,O in raport de
1:3.

Pentru a mari productivitatea metodei propuse este posibild supunerea suprafetei de
siliciu actiunii mecanice liniare prin intermediul unui dispozitiv, constituit din citiva
indentori Vickers de forma necesard, amplasati in rand.
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